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【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年4月20日(2017.4.20)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
通常、酸化物はそれを構成する金属元素と比較して、より化学的惰性が大きいと知られて
いる。しかし、酸化物自身は低温電界エミッタとすることはできない。理由は、それらの
導電性は電子伝導にとって低すぎるからである。低仕事関数の酸化物薄膜を導電基盤に被
覆するといった構造により、よりよい電子の伝導を実現でき、酸化物表面の低温電界放出
を実現することができる。一種の安定的な構造を形成するために、当該酸化物層は導電基
板上にしっかりと固定されなければいけなく、これにより電界放出プロセスの中で、引出
電圧が発生する巨大静電力に耐えることができる。酸化膜の振動或いは剥離は電界放出電
流の変動と減衰をもたらす。通常、一種の特定基板材料にとって、それは一種類或いは多
種類の特定された結晶表面と一種の特定された酸化物にとがしっかりと結合することがで
きる。したがって、針状の基板は一本の特定結晶方位に沿った単結晶に作られる必要があ
り、これにより頂点部の表面は酸化物薄膜としっかりとした結合を実現できる。このよう
な構造は同時に集束ビーム形状のメリットを有しており、理由としては、電子放出が当該
特定結晶表面に集中しており、当該結晶表面のみが低仕事関数を有するためである。従来
の技術で、人々はジルコニウムＺｒの酸化物は、Ｗの（１００）表面に結合されることが
多いため、選択的に的にＷ（100）面の仕事関数を低減させた。１本の先端が（100）結晶
表面のとがったＷ針が基板に使用され、且つＺｒＯメッキを施した場合、一つの低仕事関
数（2.6電子ボルト）を有する電界エミッタができあがった。（アメリカ特許3374386）一
般論によると、ＺｒＯがＷ（100）の表面に安定的な薄膜を形成する理由は、Ｚｒ原子と
Ｗ（100）の表面格子構造の格子のサイズがマッチングするからである。更に、Ｗの酸化
物はＷ（110）と（112）面の上に薄膜を形成することができる。頂点部がＷ原子の高遷移
率を保証できる温度まで加熱された場合、この薄膜はＷ原子が（100）或いは（111）を軸
方向とした頂点部に沈殿することを促進する。このような沈殿後の頂点部は、従来の沈殿
前Ｗの頂点部より惰性が高い。（アメリカ特許3817592、7888654　Ｂ2）この二つの状況
の中、Ｗ酸化物は頂点部先端面の表面仕事関数を低下させるものではない。アルカリ土類
酸化物、希土類酸化物、酸化トリウム、酸化ハフニウムは安定的な化合物であり、またＺ
ｒＯとＷ酸化物と比較し、より低い仕事関数を有する。従来知られている技術からみれば
、これらの酸化物と安定的な結合ができる基板材料はないため、我々はこれらの酸化物を
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基に、より低い仕事関数及びより高い表面惰性を有する電界エミッタを作り出すことがで
きる。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００７】
突起がある頂点をもつ頂点部の外観を作ることについては、上記の沈殿法のほか、もうひ
とつの従来の技術（アメリカ特許7431856　Ｂ2）によっても実現できる。方法としては、
一つの電界を施す中で、腐蝕性気体は、頂点の区域ではなく、頂点部の上面の円柱状の区
域に腐蝕が偏るため、こういった腐蝕方法を利用して突起がある頂点を持つ頂点部の外観
を作る方法に関しては、頂点部の形状と関係があり、頂点部の材料の結晶性或いは結晶方
位とは関係ない。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
本発明によれば、当該酸化物薄膜は金属酸化物から構成され、且つ当該酸化物薄膜の中で
、酸素元素以外の金属元素は、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、スカンジウム、
イッテルウム或いはランタン系元素、トリウム、チタン、ジルコニウム及びハフニウムの
内の一種類或いは多種類の組合せである。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
更に、当該化合物基材の中の金属元素は、当該酸化物薄膜の中の金属元素と同じ構造であ
ることが好ましい。これにより、酸化物薄膜の中の酸素元素以外の元素は、直接エミッタ
自体から提供でき、別の蒸発源或いは蓄積源構造を省くことができる。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１９】
望ましくは、特に本発明の電極材料が電子ビーム装置の電子源に利用される場合、エミッ
タは針状であり、また酸化物薄膜層は当該針状エミッタの頂点部位置に設けられる。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２０】
更に、当該針状エミッタの先端は、当該針状エミッタ軸方向と垂直となる先端平面を形成
し、当該酸化物薄膜層は少なくとも、当該先端平面区域を被覆するもの。当該針状エミッ
タの頂点部は、十分に小さいサイズを有することにより、電界放出メカニズムが必要とす
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る強電界を生み出す。また、頂点部の軸方向は特定の結晶方位と平行となり、当該結晶方
位と垂直となる結晶表面は酸化物薄膜としっかりと結合し、当該結晶表面は先端平面の結
晶表面となるもの。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
更に、当該針状のエミッタの先端は、軸方向がエミッタの軸方向に対して平行或いは重な
る形の円柱を形成し、円柱の上面はエミッタの軸方向と垂直となる先端平面である、円柱
の設置は高電界を先端平面に集中することを実現でき、この電界の分布は電子放出が先端
平面エリアに集中することに有利であり、また先端平面周辺近隣区域の物質の、先端平面
エリアへの構造的沈殿を低減することができ、電子放出の安定性をアップできる。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
本発明のもう一つの目的としては、一種の真空電界電子エミッタを提供することであり、
当該エミッタは以下部分を有する：絶縁ブロック、絶縁ブロック上にそれぞれ設けられた
2本の金属柱、両端が当該2本の金属柱の末端にそれぞれ溶接されたフィラメント1本、及
び当該フィラメントの中央部に溶接された針状の基体；当該針状基体の先端平面は頂点部
に形成され、当該真空電界電子エミッタは、結合層を経由し当該針状基体の頂点部位置に
設けられた円筒形の放出ブロック、及び当該円筒形の放出ブロックの先端部分に設けられ
た電子放出層；当該円柱型放出ブロックはシリンダゾーンがあり、当該シリンダゾーンの
上辺は当該放出ブロックの軸方向に向けて、内側に収縮しコーンゾーンを形成、当該コー
ンゾーンの先端部分は当該放出ブロック軸方向と垂直となる先端平面を形成し、当該電子
放出層は当該先端平面に設けられるもの；当該放出ブロックは化合物基材から作られ、当
該電子放出層の材質は酸化物薄膜である。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
望ましくは、当該酸化物薄膜は金属酸化物から構成され、当該酸化物薄膜の中、酸素元素
以外の金属元素はカルシウム、ストロンチウム、バリウム、スカンジウム、イットリウム
、ランタン系元素、トリウム、チタン、ジルコニウム和ハフニウムの内の一種類或いは多
種類の組合せであるもの。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２７】
望ましくは、当該エミッタのコーンゾーンの上辺に、軸方向がエミッタの軸方向と平行或
いは重なる形の円柱が形成され、当該円柱の上面は当該エミッタの軸方向と垂直となる先
端平面である。
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【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２８】
本発明の第三の目的としては、材質が金属六ホウ化物である針状或いは円柱状のエミッタ
先端において円柱を作成する方法であり、手順としては以下のとおりである：a. 真空環
境の中で、当該エミッタの先端を半球体の表面に形成させ、この半球面の先端が（100）
結晶表面となる；　b.一定的な腐蝕性気体の気圧の中で、当該エミッタと相対する近隣の
電極が当該エミッタの上に正電圧を印加する；　c. 半球型の表面が腐蝕性気体により腐
蝕される時、先端の（100）結晶表面の腐蝕速度は他の結晶表面の腐蝕速度より遅いため
、当該半球型表面がエミッタの軸方向と垂直となる円柱型を形成する際に、加圧された正
電圧および腐蝕性気体を撤去すれば、当該円柱が形成される。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
本発明の第四の目的としては、もう一種の真空電界電子エミッタを提供することであり、
当該真空電界電子エミッタは以下部分を含む：絶縁ブロック、絶縁ブロック上にそれぞれ
設けられた2本の金属柱、当該2本の金属柱の末端とそれぞれ溶接される2本のフィラメン
ト、当該2本のフィラメントの間に溶接される2つのグラファイト加熱板、及び当該2つの
グラファイト加熱板の間に挟まれたブロック状の基体；当該ブロック状基体の中央は上方
向に向けて突起し、先端に頂点部を有する針状のエミッタを形成し、当該針状エミッタの
先端の位置は、当該針状エミッタ軸方向と垂直となる先端平面を形成し、当該真空電界電
子エミッタは、当該針状エミッタ先端に設けられる電子放出層を含む。当該針状エミッタ
は化合物基材から形成され、当該電子放出層の材質は酸化物薄膜である。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３２】
望ましくは、当該酸化物薄膜は金属酸化物により構成され、当該酸化物薄膜の内、酸素元
素以外の金属元素は、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、スカンジウム、イットリ
ウム、ランタン系元素、トリウム、チタン、ジルコニウム及びハフニウムの内の一種類或
いは多種類の組合せである。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３３】
本発明の第五の目的としては、一種の針状或いは円柱状エミッタの先端平面の上に、酸化
物薄膜層を設ける方法であり、手順は以下のとおり： a. エミッタの先端平面近隣表面に
酸化物を設ける； b. 真空環境の中、先端平面の近隣電極が当該エミッタの上に電圧を印
加し、酸化物を先端平面に拡散させる。 c. 先端平面が酸化物によって完全に被覆された
後、電圧の印加を中止すれば、当該酸化物薄膜層はエミッタの先端平面に設置完了。
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【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３５】
望ましくは、手順aは薄膜沈殿技術を利用して、先端平面の近隣表面に酸化物を沈殿する
ことにより実現できる。
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３７】
望ましくは、上記方法は手順dを含む:エミッタを酸化物薄膜蒸発温度より低い温度まで加
熱することにより、酸化物薄膜層と先端平面のしっかりとした結合を実現させる。
【誤訳訂正１７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３８】
望ましくは、手順dは以下の方法でも可能である：加熱或いは加熱しない場合、エミッタ
を一定時間内に、一定的の酸素を含む気体気圧の下におき、酸化物薄膜層と先端平面のし
っかりとした結合を実現させる。
【誤訳訂正１８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４４】
以下、図面及び具体的な実施方法に基づいて、本発明について更に詳しく説明していきた
い：
【図１】図1は実施例1の真空電界エミッタの全体構造図；
【図２】図2は図1の頂点部の拡大図；
【図３】図3は図2の上面図；
【図４】図4は図2の先端平面の拡大図；
【図５】図5は実施例2の真空電界エミッタの頂点部拡大図；
【図６】図6は実施例3の真空電界エミッタの全体構造図；
【図７】図7は本発明の真空電界エミッタを作成する手順図；
【図８】図8は本発明の真空電界エミッタの中に酸化物薄膜層を設ける手順図；
【図９】図9は本発明の真空電界エミッタを利用した電子ビーム装置の構造図。
【誤訳訂正１９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４９】
図1が示す通り、本実施例の真空電界電子エミッタ100は、1つの基体針104がフィラメント
106の上に溶接されている。フィラメント106の両端はそれぞれ二つの金属柱108に溶接さ
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れている。当該2つの金属柱108は1つの絶縁ブロック110により機械的に連結され、また電
気絶縁を提供。基体針104は小曲率半径の頂点部102を有し、当該曲率半径は10ミクロンよ
り小さく、100ナノより大きい。フィラメント106は一定の電流を通じて、ジュール加熱の
方式により基体針104を加熱するもの。基体針104は高融点導電材料から作られる。これら
の材料はC、W、Re、Ta、及びMoを含むが、これらに限られない。基体針104の材料は当該
真空電界電子エミッタの洗浄温度と作動温度より、より高い融点を有するべきである。一
つの具体的な実施例の中では、洗浄温度と作動温度は1300ｋまで高まる。基体針104は単
結晶或いは多結晶であることが可能。その頂点部102は任意の晶体構造取向であることが
可能。
【誤訳訂正２０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５０】
図2は基体針104の頂点部102の拡大図を表示し、基体針104は一つの平面に切断され、もう
二つの部分は、この平面の上に設けられる：円柱型放出ブロック200と結合層208。放出ブ
ロック200は少なくとも以下3つの部分を有することを求められる：1つの先端平面202、1
つのコーンゾーン204及び1つのシリンダゾーン206。少なくとも、先端平面202は酸化物薄
膜に被覆され、電子の放出に用いられる。先端平面202の半径は500ナノより小さいことが
望ましく、更に100ナノより小さいことが望ましく、一番望ましいのは10ナノより小さい
ことである。いくつかの実例の中で、先端平面202はいくつかの原子或いは1つの単一原子
から構成される。シリンダゾーン206の半径は先端平面202の半径と等しい或いはより大き
い。基本針104の再生過程の中、元の先端平面202とコーンゾーン204が除去される状況の
中、シリンダゾーン206は新しい先端平面と新しいコーンゾーンの形成に利用できる。し
かし、シリンダゾーンの長さは1つの臨界値を超えてはいけない。この臨界値を超えれば
、振動がひどくなり、放射パターンの安定性に影響をもたらす。本領域のプロフェッショ
ナル各位は、この長さの臨界値は放出ブロック200の材料と半径により変化するものと認
識できるであろう。図3は図2の上面図であり、よりはっきりと放出ブロック200の3つの構
成部分を見ることに役立つ。
【誤訳訂正２１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５１】
放出ブロック200は電気伝導する金属ホウ化物、炭化物或いは窒化物から作られることが
望ましい。その内の金属元素は以下元素中の一種類或いは多種類の組合せである：Ca、Sr
及びBaを含む第二族元素；Sc、Y及びランタン系元素を含む第三族元素；Zr、Hf及びThを
含む第四族元素。例えば、放出ブロック200はCa、Sr、Ba、Y、La、Ceの六ホウ化物或いは
Ti、Zr、Hf、Ta、Thの単炭化物から構成される。放出ブロック200は単結晶であることが
望ましい。この単結晶の軸方向は、選択的に酸化物薄膜層と結合ができる結晶表面と垂直
となる。いくつかの実例では、当該単結晶の方向は＜100＞、＜110＞或いは＜111＞であ
ることが望ましい。頂点部先端に単結晶粒を有する多結晶放出ブロックも自然と同様の作
用を発揮する。
【誤訳訂正２２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００５３】
図4は放出ブロック200の先端平面202の拡大図である。酸化物薄膜層402が先端平面202に
被覆され電子放出層となる。当該酸化物薄膜層の内、酸素元素以外の元素は以下元素のう
ち、1種類或いは多種類の組合せである：Ca、Sr、Baを含む第二族元素；或いはSc、Ｙ及
びランタン系元素を含む第三族元素；或いはZr、HfとThを含む第四族元素。酸化物薄膜層
402は放出ブロック200と同様の金属部分がを有することが望ましい。これにより、界面マ
ッチング差を小さくし、また放出ブロック200と酸素が直接反応することにより、当該酸
化物薄膜を形成することができる。組合せ金属が違うにもかかわらず、酸化物薄膜層402
とその下の放出ブロック200が小さな界面マッチング差を形成することができ、放出ブロ
ック200とのしっかりとした結合を保つ場合、酸化物薄膜層402は放出ブロック200と違う
組合せ金属を使用することも可能である。例えば、LaとCeは似通ったサイズと科学性質を
有する。したがって、我々はLaB6の上にCeOx（Ｘは未知）の薄膜層或いはCeB6の上にLaOx
（Ｘは未知）の薄膜層を付着させることができる。同じく、我々は混合化合物基板、例え
ばLazCe（1-z）B6の上に混合した酸化物薄膜層、例えばLaxCeyOを付着させることができ
る。混合組合せがよりよい界面結合を提供できれば、どの組合せも利用可能である。本領
域のプロフェッショナル各位は、酸化物薄膜層402と放出ブロックが同様の金属元素を有
しても、その界面マッチング差、それらが違う元素である状況より大きい可能性があるこ
とを認識できるであろう。例えば、ホウ化物を放出ブロック200の材料とした場合、Ｏと
Ｂのサイズ違いがもたらすサイズ差はこのような状態をもたらす。この状況の中、酸化物
薄膜層402の形成利便性よりは、結合強度がもっと必要であり、酸化物薄膜層402の中の金
属元素は、放出ブロック200が含む金属元素と異なる元素を利用することが望ましい。放
出ブロック200の先端平面は、完全に少なくとも1層の単分子層厚さの酸化物薄膜に被覆さ
れることが望ましい。酸化物薄膜層402の厚さは臨界値を超えてはいけない。この臨界値
を超えた場合、当該真空電界電子エミッタの構造の安定性は悪くなり、或いは酸化物薄膜
層402の電気抵抗が大きくなり、電子放出性能に影響をもたらす。
【誤訳訂正２３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５４】
本実施例はもう1種類の実施例1製品とは異なる真空電界電子エミッタを提供。この種類の
真空電界電子エミッタと実施例1製品の区別は、放出ブロックの構造が違うところである
。図5に示されるように、本実施例の放出ブロック500は少なくとも4つの部分によって形
成される：先端平面502、円柱504、コーンゾーン506及びシリンダゾーン508。円柱504の
ほか、本実施例の放出ブロック500の他の部分は実施例1のうちの頂点部102と同様の構造
と機能を有する。円柱504の作用は、コーンゾーン506の電界強度を弱め、高電界を先端平
面502に集中させるためである。これにより構成される電界分布は電子放出が先端平面502
に集中することに有利であり、またコーンゾーン506上の物質が先端平面502上に構造性沈
殿することを削減することに有利である。このような構造は、より一層本実施例真空電界
電子エミッタの放出安定性を高める。本実施例の内円柱を有する放出ブロックは以下の原
則により製造される：化合物基材エミッタの中で、異なった方位の結晶表面の間では、腐
蝕スピードは異なる。例えば、酸素元素を含む気体が腐蝕剤に利用される場合、金属六ホ
ウ化物構造の（100）結晶表面は他の結晶表面より低い腐蝕スピードを有する。このよう
な構造を形成する手順は以下の通り：まず、1つの真空容器の中で、エミッタ頂点部表面
に（100）結晶表面を形成する；次に、エミッタの上の相対する近隣の電極に正電圧を印
加し、同時に酸素を含む気体を当該真空に導入する。放出ブロックの先端平面502が（100
）結晶表面となった場合、先端平面502はもっとも低い腐蝕率を有する。周辺が（100）で
はない結晶表面はより高い材料除去率により、円柱504を形成する。金属六ホウ化物の頂
点部先端表面に（100）結晶表面を形成するには、電界協力水素腐蝕、真空電界蒸発、ま
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たは熱アニールなどの技術が利用できる。二番目の手順では、より高い電圧の印加、より
強い腐蝕剤のタイプ、より高い腐蝕剤気体の圧力及びより高い温度とより長い時間は先端
平面502周囲エリアのより速い材料の除去を実現できる。第二番手順の実施例の中で、以
下のパラメーターにより、上記円柱504を含む先端平面502を作成した。印加する電圧は20
00Vから8000Vの間であり、腐蝕気体の圧力は1×10-8トル~1×10-5トルの間であり、腐蝕
気体は酸素或いは水、温度は室温。以上により、本領域のプロフェッショナル各位にとっ
ては、通常の技術を用いれば、異なる電圧、腐蝕剤のタイプ、圧力、温度と作動時間によ
れば、上記円柱504が形成できる。
【誤訳訂正２４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５５】
本実施例はもう一つの真空電界電子エミッタを提供し、これも絶縁ブロック、当該絶縁ブ
ロックに設けられる2本の金属柱と2本の金属柱と溶接されたフィラメントを有する。図6
が示すように、本実施例の真空電界電子エミッタ600は、ブロック状エミッタ601を含み、
ブロック状エミッタ601は2つの部分を含む：ブロック状エミッタ601上の表面中央部の突
起である放出先端602と基体604。2本のフィラメント608の端部分はそれぞれ加熱板606と
溶接されており、ブロック状エミッタ601は2つの加熱板606の間に設けられる。加熱板606
の作用としては二つである：一つは機械的にブロック状エミッタ601を支えること；もう
一つは電流が流れたときに熱を発することである。加熱板606はグラファイトから作成さ
れることが望ましい。本実施例では、ブロック状エミッタ601は電気伝導する金属ホウ化
物、金属炭化物或いは金属窒化物によって作成されることが望ましい、これらの化合物の
金属構成元素は：Ca、Sr、Baを含む第二族元素；或いはSc、Yとランタン系元素を含む第
三族元素；或いはZr、HfとThを含む第四族元素；或いはこれらの元素の組合せである。例
えば、ブロック状エミッタ601はCa、Sr、Ba、Y、La、Ceの六ホウ化物或いはTi、Zr、Hf、
Ta、Thの単炭化物から構成される。ブロック状エミッタ601は単結晶であることが望まし
い、また晶体軸方向は、選択的に酸化物薄膜層と結合する結晶表面と垂直となる。いくつ
かの実例の中で、晶体軸方向は<100>、<110> 或いは <111> 方向であることが望ましい。
1つの放出先端単結晶晶粒を有する多結晶ブロック状エミッタも同様の目的が実現できる
。放出先端602的頂点部先端の構造は図2及び図5で示される原則を基とする。放出先端602
はマイクロ加工にて作成できる。例えば、1つの単結晶はまず基体604の形状に切断され、
その後利用集束イオンビーム（FIB）フライス加工を利用して、基体604周囲の材料を除去
し、最終的に放出先端602を形成させる。
【誤訳訂正２５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６２】
本実施例では本発明の真空電界電子エミッタを作成する方法と手順を提供する。図7が示
すように、手順704の中で、基体線材の一部はフィラメント構造の中央部分に溶接されて
いる。このフィラメント構造の両端はそれぞれ1つの金属ピン柱と溶接されている。ピン
柱は1つの絶縁ブロックの中にはめられている（図1参照）。手順712では、基体線材の先
端部分は腐蝕剤溶液の中に導入されており、また近隣のPt輪に電圧を印加する。腐蝕剤の
種類、濃度及び印加された電圧のタイプは基体線材の種類によって異なる。基体線材は電
化学腐蝕過程の中で基体針になるよう腐蝕される。本領域の技術者にとって、当該基体針
の上に10ミクロン曲率半径より小さい頂点部を形成することは容易である。基体針の頂点
部を平面形式にするかどうかは必須ではないが、頂点部が平面状になることが一番望まし
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い、そのほうが放出ブロックを設けやすくなるからである。当該平面はマイクロ加工技術
によって作成でき、例えば集束イオンビームフライス加工等である。手順716では、基体
の頂点部は保護層を1層被覆させることにより、頂点部材料と、続いて当該基体頂点部上
に設けようとする放出ブロック材料との反応を防ぐことができる。ひとつの例では、上記
保護層はCから作成される。多くの技術が当該基体針にこういった保護層を被覆させるこ
とが可能であり、例えば化学蒸着、エポキシ樹脂熱降解或いは荷電粒子ビーム誘起沈殿等
である。ひとつの平行手順708では、放出ブロックを作成する。放出ブロックを作る具体
的な手順は以下の通り：1つの放出ブロック材料的単結晶体を用意；当該単結晶体が必要
である三次元サイズを満たさない場合、集束イオンビームフライス加工技術を利用して当
該単結晶を横長、厚み、縦長三つの必要とする三次元サイズのブロックあるいは円柱に加
工する。当該ブロック状或いは円柱の横長および厚みは10ナノ~10ミクロンの間であり、
縦長は500ナノ~50ミクロンの間である。手順720では、作成された所定サイズの放出ブロ
ックを、保護層を隔てて基体頂点部近隣に置き、放出ブロックの高さと基体針の軸方向が
並行重なるようにする。例えば電気駆動の機械操作装置などを用いて、精密に重ねること
ができる。続いて、放出ブロックと基体頂点部の接合所に結合層を被覆し、この構造を機
械的に固定し、且つ電気伝導を提供する。結合層の厚みが十分であり、且つ放出ブロック
が基体針と直接接触しない場合では、手順716で記述した保護層は省くことができる。手
順724では、放出ブロックの先端は小さい曲率半径の頂点部に加工され、当該頂点部的曲
率半径は5ナノ~200ナノの間であることが望ましい。手順708で直接作成した放出ブロック
が当該サイズを満たさない場合、集束イオンビームフライス加工を用いて、頂点部曲率半
径を小さくし、所定サイズまで加工すればいい。手順728では、図2と図5が示すように、
放出ブロックの先端を先端平面に改造し、当該平面の面積は400平方ナノより小さいこと
が望ましい。この平面を作成する技術は以下を含む：集束イオンビームフライス加工、電
界協力水素、窒素或いは酸素腐蝕、真空或いは惰性気体電界蒸発及び熱アニール等。放出
ブロックは密沈殿原子面と垂直の結晶方位と平行であることが望ましい、これらの結晶方
位は<100>, <110>及び<111>方向を含む。電界腐蝕、電界蒸発或いは熱アニールによる表
面の小平面化は密沈殿面を形成し、これらの密沈殿面は頂点部先端的平面とすることがで
きる。手順732では、放出ブロックの先端平面上に、酸化物薄膜層を形成し電子放出層と
する。この酸化物薄膜層は多くの技術によって作ることができる。MOxを例とした実例の
中で、Mは必要とする金属元素をあらわし、xは未知の化学計量を表し、Mを含む源材料を
蒸発温度まで加熱し、この蒸発源はM元素を含んだ蒸気の提供に利用する、酸素は源材料
に含まれることができ、または他の酸素として導入することも可能である。同時に、M蒸
気が沈殿する時に酸素を導入しMOxを形成することも可能、また後続的な酸化によりM沈殿
層をMOx層に変化させることも可能である。MOxを当該真空電界電子エミッタ以外の部分で
、表面拡散により、頂点部平面まで拡散する方法によっても、当該酸化物薄膜層を作るこ
とができる。この方法の具体的記述は図8の枠図中に示される。
【誤訳訂正２６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６３】
図8が示すとおり、本実施例では放出ブロックの先端平面上に酸化物薄膜層を形成し、ま
た荷電粒子装置で使用する実例を提供する。手順804では、図2或いは図5が示す放出ブロ
ックの電界電子エミッタを作成、また放出ブロックの先端に先端平面を作成。本実施例の
放出ブロックはMB6材質が望ましい、即ち金属元素Mの六ホウ化物である。金属元素MはCa
、Sr、Ba、Y、La、或いはCeであることが望ましい。MB6放出ブロックの方向は晶体<100>
方向であることが望ましい。これにより、先端平面は当該六ホウ化物MB6の（100）結晶表
面である。手順808では、当該電界電子エミッタを荷電粒子装置に設置し、電子放出源と
し、その後当該装置の腔体から真空排気をする。本発明中の的電界電子エミッタが作動す
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る真空環境の真空度は1×10-7トルよりよいことが望ましい。手順812では、放出ブロック
は洗浄温度まで加熱され、この洗浄温度の高さは、当該電界電子エミッタ表面が吸着する
蒸発可能の物質を除去する温度であり、当該蒸発可能物質は基本的に水と有機分子である
。一つの実例では、この洗浄温度は1000Kを超えていない。また、洗浄温度は構成部分で
ある金属の酸化物が蒸発する温度を超えてはならない。1つの実例では、洗浄温度は1300K
を超えなく、更に望ましいのは、1200Kを超えなかった。異なる金属元素の酸化物は蒸発
点が異なるため、異なる放出ブロック材料を使用する場合、洗浄温度は異なる上限を持つ
。また、加熱洗浄時間も変わる、これは電界エミッタ上の吸着物数量及び洗浄温度によっ
て決まる。一つの実例では、所用洗浄時間は1分間を超えていない。手順816では、必要と
する酸化物薄膜層が放出ブロックの先端平面上で形成されたかどうかを検査し、酸化物薄
膜層が形成された結果としては、即ち先端平面仕事関数の低下である。したがって、仕事
関数の数値或いは仕事関数の変化を測定できる手段は、このテストに使える。例えば、放
出電流が引出電圧の変化によりI-V曲線を形成することを記録すること。I-V曲線から、所
謂フォーラ・ノウデン（fowler-nordheim）の図が作成できる。その後、この図のスロー
プはエミッタの仕事関数を測定できる。一つの実例では、酸化物被覆処理の前に仕事関数
を測定し、また、被覆処理後の仕事関数と比較することに用いられる。もう一つの測定方
法が利用する現象は、電界放出電流がエミッタ仕事関数の低下に伴い急激敵に上昇するこ
とである。この方法では、被覆処理の前に固定した引出電圧が対応する放出電流を記録で
きる。特定的処理の後で、もう一度同じ引出電圧が相対する放出電流を測定する。特定的
被覆処理を実施した後、もう一度比較的安定的な放出電流値を得ることができ、且つその
数値が被覆処理を経ていない電流値を超えるとき、酸化物層が形成されたという結論に至
ることができる。もう一つの方法が基づく現象とは、酸化物薄膜層がエミッタ先端部平面
に選択的に被覆することは、先端平面上の仕事関数の低下をもたらし、これにより30度発
散角より小さい的集束型的電界放射パターンを形成する。例えば、蛍光スクリーン的撮像
装置でこの電界放射パターンを記録できる。我々が繰り返し安定した小発散角の電界放射
パターンを得られた時、酸化物薄膜層が形成されたという結論に至ることができる。酸化
物薄膜層が先端平面上に被覆形成していない場合、手順820に進む。手順820では、酸素を
含む気体をMB6放出ブロック附近に導入することにより、放出ブロックの表面にMOx（xは
未知）酸化物を形成。酸素暴露の後、或いは酸素暴露の際に、放出ブロックを反応温度ま
で加熱し、MとOが反応することを確保。反応温度は当該含酸素体が利用する圧力下の酸化
物MOx（x未知）の蒸発点より低い。反応時間は酸化物MOxが生成する時間が必要。通常で
は、より高い酸素暴露圧力は、より低い反応温度及びより短い反応時間が必要である。一
つの実例では、使用した酸素圧力は1×10-7トルから1大气圧の間であり、反応温度は600K
から1400Kの間で、反応時間は10秒から5分間の間であった。本領域の技術者にとっては、
他の酸素を含む気体の種類、気圧、反応温度と反応時間の組合せはすべて本発明の範囲内
であることと認識する必要がある。いくつかの状況では、酸化物は放出ブロックが真空腔
体に装填される前に、作成或いは処理過程で、既に放出ブロック表面に形成されていた。
これらの情况では、手順820は選択可能な項目であり、必須項目ではない。手順824では、
酸化物が拡散する過程により、選択的に先端平面上に酸化物薄膜層を形成する。電界が存
在する中、放出ブロックの表面酸化物はMB6の（100）面まで拡散することができ、本実施
例では、この面が先端平面の所在面である。一つの好ましい実例では、放出ブロックに印
加される電圧は、その隣近電極にとって負バイアスであり、且つ強度が10ナノアンペア~1
0マイクロアンペアの放出電流に対応できる。同時に、電圧の増加に伴い、エミッタを所
定温度まで加熱すれば、この拡散過程を促進することができ、（100）面が完全に酸化物
に被覆されるまでの時間をより短くできる。一つの好ましい実例では、この加熱温度は60
0K~1000Kの間である。もう一つの発見とは、酸化物が電界で拡散し始めた後、加熱或いは
加熱しなくても、エミッタを酸素を含む気体に暴露することにより、無電圧の老化処理に
よって、酸化物が（100）面上での完全被覆を実現できる。一つの例では、この酸素圧力
は1×10-8トルから1×10-9トルの間であり、老化時間は20時間~60時間の間である。上記
酸化物被覆の処理過程の後、手順816に進み、酸化物薄膜層が完全に形成されたかどうか
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を測定する。手順816、手順820と手順824は酸化物薄膜層が完全に形成するまで、繰り返
し利用するものである。いくつかの状況では、比如当蛍光スクリーンが電界放射パターン
の測定に利用される場合、手順816は手順824と同時に実施できる。酸化物薄膜層の形成が
確認できた場合、手順828まで進む。手順828では、引出電圧を当該電界電子エミッタに印
加し、理想的な電界放出電流を生み出す。当該電界電子エミッタは400Kを超えない温度で
の作動が望ましい。理由としては、低温動作は最低限のエネルギー拡散をもたらす。より
高い作動温度は本発明の電界電子エミッタがより長い時間安定的により高い剩余気体圧力
の中で作動できる。作動温度は目前の剩余気体圧力の酸化物薄膜層MOx（x未知）の蒸発点
を越えてはならない。一つの実例では、1300Kを超えてはならなかった。手順832で、当該
電界電子エミッタの放出変動度を測定する。当電界放出電流が電流表によって監視される
場合、この作業は手順828と同時進行できる。作動中、汚染物或いは余剰の酸化物資は酸
化物薄膜層表面に形成され、放出電流の変動をもたらす。ここで、放出電流変動とは、1
分間で、放出電流の変化と放出電流の平均値との比較である。一つの実例で、10％は放出
変動の臨界値であった。放出電流変動がこの臨界値を超えた場合、手順812に進み、当該
電界電子エミッタを洗浄温度まで加熱し、安定的な放出特性まで戻す。手順812と手順832
の繰り返しを利用し、電子ビーム装置が実用できる安定的な電子放出を実現できる。
【誤訳訂正２７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６６】
１００　　真空電界電子エミッタ
１０２　　頂点部
１０４　　基体針
１０６　　フィラメント
１０８　　金属柱
１１０　　絶縁ブロック
２００　　放出ブロック
２０２　　先端平面
２０４　　コーンゾーン
２０６　　シリンダゾーン
２０８　　結合層
４０２　　酸化物薄膜層
５００　　放出ブロック
５０２　　先端平面
５０４　　円柱
５０６　　コーンゾーン
５０８　　シリンダゾーン
６００　　真空電界電子エミッタ
６０１　　ブロック状エミッタ
６０２　　放出先端
６０４　　基体
６０６　　加熱板
６０８　　フィラメント
７０４　　基体線材をフィラメントに溶接
７０８　　小サイズの放出体を作る
７１２　　基体線材上に小半径の針先端を形成
７１６　　基体針先端上に保護層を形成
７２０　　放出体を基体針先端に接続
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７２４　　放出体上に小半径の針先端を形成
７２８　　放出針先端部に平面を形成
７３２　　放出針先端平面上にコーティング層を形成
８０４　　＜001＞方向と1つの先端平面を有する放出針先端を形成
８０８　　荷電粒子の機械の中に置き、真空排気を実施
８１２　　1000Kで1分間加熱し、吸着物を取り除く
８１６　　放出針先端の酸化物薄膜の形成をチェック
８２０　　900kで酸素の中で放出体を1分間加熱することにより、近隣する表面に酸化物
質を形成
８２４　　電界で、放出体を700kまで加熱し、酸化物質を放出針先端まで拡散させ酸化物
薄膜を形成
８２８　　放出を稼動
８３２　　放出波動＞10％？をチェック
９００　　電界放出走査型電子顕微鏡
９０４　　フィラメント電源
９０８　　引出電圧電源
９１２　　電子ビーム
９１６　　引出電極
９２０　　走査と集束システム
９２４　　腔体
９２８　　信号検出器
９３２　　サンプル移動台
９３６　　サンプル
９４０　　酸素源
９４４　　真空ポンプ
【誤訳訂正２８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００２】
集束電子ビームをしようする装置は以下装置を含む：撮像装置-例えば走査型電子顕微鏡
（SEM）及び透射透過型電子顕微鏡（TEM）；製造機器-例えば電子ビームリソグラフィー
機（EBL）、及び化学分析機器-例えばエネルギー拡散分光法装置、電子エネルギー損失分
光法装置（EELS）、及びオージェ電子分光法装置。より高い性能を実現させるために、こ
れらの装置、明るさがより高く、且つ電子ビームのエネルギー拡散がより狭い電子源の配
備が必要となる。明るさについては、分析装置がより高い信号対雑音比を実現し、エッチ
ングマシンに、より高い出力レートを産出させるためである；より狭いエネルギー拡散に
ついては、電磁レンズがよりよく集束するためであるもの。現在のレンズ生産レベルから
すれば、一定的な色ぶれは避けられないもの。一つの電子源の明るさ及びエネルギー拡散
は、電子原材料の種類によって決められ、また電子ビームの産出方式によっても決められ
る。
【誤訳訂正２９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４６】
低仕事関数の酸化物薄膜層が含む金属部分は、通常低融点高反応活性である。したがって
、これらの金属の金属部分的単質形態によりエミッタ基材、蒸発源或いは拡散蓄積源を作
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ることは非常に困難である。しかし、これらの金属と対応するホウ化物、炭化物或いは窒
化物は高融点、高機械強度及び低反応活性を有し、それらは直接適合的なエミッタ基材と
することができる。これにより、我々は簡単に任意の低仕事関数を有する金属酸化物をエ
ミッタの電子放出層とすることができ、金属の選択に制限されることはない。更にいえる
ことは、本発明の電極材料は針状にすることにより真空電子放出源とする外に、他の運用
もできる。例えば、本発明は板状或いはブロック状にして、有機または無機の発光ダイオ
ードの電子注入電極、有機或いは無機の太陽電池、有機或いは無機トランジスタ及び電化
額装置の陰極などにも利用できる。
【誤訳訂正３０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５８】
もう一つの例の中、本申請者は1つの電界電子エミッタ製品をテストした： 500vより小さ
い引出電圧、1マイクロアンペアより小さい放出電流、800Kより低い加熱温度、5％より小
さい電流波動及び2×10-10トルより悪い真空環境の中、当該電界電子エミッタ作動安定時
間は30時間を越えた；
【誤訳訂正３１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５９】
もう一つの例の中、本申請者は1つの電界電子エミッタ製品をテストした：1000vより小さ
い引出電圧、10マイクロアンペアより小さい放出電流、1100Kより低い加熱温度、5％より
小さい電流波動と3×10-9トルより悪い真空環境の中、当該電界電子エミッタ作動安定時
間は60時間を越えた；
【誤訳訂正３２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６０】
もう一つの例の中、本申請者は1つの電界電子エミッタ製品をテストした：： 700vより小
さい引出電圧、5マイクロアンペアより小さい放出電流、700Kより低い加熱温度、10％よ
り小さい電流波動及び1×10-10トルより悪い真空環境の中、当該電界電子エミッタ作動安
定時間は40時間を越えた。
【誤訳訂正３３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６４】
本実施例では、本発明である真空電界電子エミッタを荷電粒子装置の中に装置した応用実
例を提供する。図9が示すように、本実施例中的電子ビーム装置は電界放出走査型電子顕
微鏡（SEM）900。本実施例の電界電子エミッタ100は図1が示す電界電子エミッタを利用し
、当該エミッタをSEMの真空腔体924に設け、当該エミッタの2つのフィラメント電流ピン
柱は腔体924の外部へ連結させた。一つのフィラメント電源904はフィラメントが使用する
加熱電流を提供。1つの引出電極916は、当該電界電子エミッタ100の先端隣近に設けられ
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、放出ブロックに電子を放出させる。引出電極916は真空導入端子を経て腔体924の外界に
つながる。一つの引出電圧電源908は、当該電界電子エミッタ100と引出電極916の間の引
出電圧差を維持する。引出電圧を印加することにより、当該エミッタ100上で電子ビーム9
12が生み出された。走査と集束システム920は、この電子ビーム912を小さな電子プローブ
まで集束し、且つサンプル936の表面を走査した。サンプル936は、サンプル検査補助用の
サンプル移動台932に設けられている。一つの信号検出器は928サンプル936の付近に設け
られ、電子プローブとサンプルの間に生み出される進行をキャッチする。一つの真空ポン
プ944は腔体924内に必要とする真空を形成させる。一つの酸素源940は腔体924内に必要と
する圧力の酸素を含む気体を導入する。酸素を含む気体は真空ポンプ944の抽出力を低下
させて周囲の環境から提供させ、或いは腔体924の外部への漏出によって導入することも
可能。したがって、この実例では、酸素源940は選択可能であり、必須ではない。
【誤訳訂正３４】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【図７】

【誤訳訂正３５】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】

【図８】
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